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Abstract: a-Si is commonly considered as a primary candidate for the formation of passivation layer in heterojunction (HIT) 

solar cells. However, there are some problems when using this material such as significant losses due to recombination and 

parasitic absorption. To reduce these problems, a wide bandgap material is needed. A wide bandgap has a positive influence on 

effective transmittance, reduction of the parasitic absorption, and prevention of unnecessary epitaxial growth. In this paper, the 

adoption of a-SiOx:H as the intrinsic layer was discussed. To increase lifetime and conductivity, oxygen concentration control 

is crucial because it is correlated with the thickness, bonding defect, interface density (Dit), and band offset. A thick oxygen-

rich layer causes the lifetime and the implied open-circuit voltage to drop. Furthermore the thicker the layer gets, the more free 

hydrogen atoms are etched in thin films, which worsens the passivation quality and the efficiency of solar cells. Previous 

studies revealed that the lifetime and the implied voltage decreased when the a-SiOx thickness went beyond around 9 nm. In 

addition to this, oxygen acted as a defect in the intrinsic layer. The Dit increased up to an oxygen rate on the order of 8%. 

Beyond 8%, the Dit was constant. By controlling the oxygen concentration properly and achieving a thin layer, high-efficiency 

HIT solar cells can be fabricated. 
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1. 서 론 

Kaneka는 실리콘 기반의 태양전지 중에서 26.7%로 최

고 효율을 달성하였는데, heterojunction with intrinsic 

thin layer (HIT) 형태의 IBC (interdigitated back 

contact) 태양전지 구조로 보고된다 [1]. HIT 태양전지는 

250℃ 이하의 낮은 온도 공정에서 높은 에너지 변환 효율

을 가지며 라이프타임과 표면 재결합 속도의 우수한 표면 

패시베이션에 있어 750 mV 이상의 높은 개방전압을 가

질 수 있다는 장점이 있다 [2]. HIT 태양전지의 고효율화 

부분에 있어 높은 개방전압의 달성은 필수적 요소이다. 

개방전압의 특성은 c-Si 표면의 우수한 패시베이션 특성

에 의존하는데 주로 실리콘 dangling bonds와 비정질 실
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리콘층에서의 계면 결함 밀도에 따라 달라진다 [3,4]. HIT 

태양전지의 구조에서의 좁은 i-a-Si:H층의 밴드갭(~1.7 

eV)으로 인해 자외선과 가시광선 사이의 범위에서의 

parastic absorption에 의한 재결합 손실이 태양전지의 

단락 전류에 영향을 미친다 [5-8]. a-Si층에서의 parastic 

absorption을 줄이고 패시베이션의 향상을 위해 HIT 태

양전지의 i-a-Si:H층의 대체로 밴드갭이 넓은 intrinsic 

hydrogenated amorphous silicon oxide (i-a-SiOx:H) 

박막이 쓰인다. 밴드갭이 넓은 물질을 사용함으로써 흡수 

에너지가 증가되어 parastic absorption이 감소되고 실

리콘과 산소의 결합으로 실리콘 표면에서의 불필요한 에

픽 택셜 성장을 억제한다 [9,10]. 하지만 산소의 비율에 

따라 전도성, 밴드갭의 특성이 변화하기 때문에 미세한 

조작이 필요하다 [11].  

본 논문은 i-a-Si층에서의 결함으로 작용하는 parastic 

absoption과 불필요한 epitaxial 성장을 보완하기 위한 

i-a-SiOx:H/a-Si:H 구조에서의 SRV (surface 

recombination velocity), 개방 전압과 캐리어 라이프타

임의 전기적 특성을 비교하고 intrinsic층에서의 터널링 

특성을 분석한다. 

 

 

2. 실험 방법 

a-SiOx 형성에 있어서 PECVD (plasma enhanced 

chemical vapor deposition), sputtering, ALD 

(automic layer deposition)으로 SiOx을 형성시키고 수

소 treatment를 통하여 a-SiOx:H를 만든다. 이후 CO2의 

비율에 따른 특성을 고찰하고 기존의 i-a-Si와의 특성을 

비교한다. 

 

 

3. 결과 및 고찰 

3.1 SiOx의 형성과 bonding 

SiOx은 실리콘 기판 위에서 thermal oxidation을 높은 

온도에서 진행시키거나 sputtering, thermal evaporation

으로 진공 증착 기술을 이용하여 형성한다. 높은 온도에

서의 SiOx의 형성은 실리콘 기판 위에서의 결함으로 작용

하고 shadow effect이 생기게 된다. SiOx 형성 시 결함을 

줄이고자 PECVD와 ALD가 흔하게 사용된다 (표 1).  

생성된 a-SiOx는 단파장구간에서 a-Si보다 흡수 계수

가 낮으므로 수광 부분에서 확연하게 나타난다 (그림 1).  

Table 1. Details about fabricating amorphous silicon oxide [12-20]. 
 

Machine Precusor/Ref 
Temperature 

[℃] 

Refractive 

index 

PECVD TEOS/[12] 360 1.44

Thermal 

ALD 

APTES/[13] 150 1.45 

SiCl4/[14] 35~82 -

TPS/[15] 140~230 -

TBS/[16] 150~250 1.48

PEALD

3DMAS/[17] 100~300 1.45~1.46 

BDEAS/[18] ~300 -

DSBAS/[18] ~300 -

BTBAS/[18] ~300 -

BDEAS/[19] 50~400 1.46

BDEAS/[20] R.T -

DIPAS/[20] 60~150 1.46

* PEALD: Plasma enhanced automic layer deposition 

* R.T: Room temperature 

 

 

 
Fig. 1. Relation about absorption coefficient and wavelegnth 

between i-a-Si:H and a-SiOx:H [21].  

 

 

주어진 식 (1)을 통해 굴절률 n, 흡광 계수 k를 통해 흡광 

계수 α에 대한 상관관계를 알 수 있다. 
 

� =
4��
�  (1)

 

 

표면 패시베이션은 산소 밀도 및 결합 구성과 밀접한 관

련이 있는데 FTIR 분석을 통해 파장에 따른 Si-O 밴딩, 

Si-O stretching, Si-H stretching으로 나누어진다 

[21,22]. 산소 결합 합량 C0와 수소 결합 함량 CH은 Si-O  
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Table 2. The bonding structure of Si-O-H at each wave number 

[23]. 
 

Wave number ω  

[cm-1] 
Type of absorption mode (s) 

750 to 900 Si-O bending 

900 to 1,300 Si-O stretching

2,000 to 2,350 Si-H stretching 
  
 C-Si C-C C-O C-H C=O

Bond energy (kj/mol) 318 346 358 413 799

Bond length (pm) 185 154 143 109 120

 

 

stretching mode와 Si-H rocking -wagging 모드에서 

수치 적분으로 다음과 같은 식 (2)와 (3)으로 구한다.  

 

 ��(�� ∙ %) = 	�/
�� �[� (�)/�]� (2)

 ��(�� ∙ %) = 	�/
�� �[� (�)/�]� (3) 

 

ω: Frequency of characteristic absorption peak 

α(ω): Corresponding absorption coefficient  

NSi: 5×1022 cm-3 

A0: 9.5×1018 cm-2, AH: 1.6×1019 cm-2  

 

PECVD를 통해 형성되는 a-SiOx의 흡수 밴드를 FTIR

을 통해 참고하였다 (표 2) [23,24].  

 

3.2 a-SiOx/c-Si의 valence band offset과 산소 

함량에 따른 계면 패시베이션 특성 

본 논문에 있어서 parastic absorption에 따른 Jsc loss

과 낮은 optical gap으로 c-Si의 불필요한 에픽택셜 성장

에 대한 보완점에 있어 밴드갭이 넓은 물질을 활용하여 i-

a-SiOx HIT 셀에 대한 구조를 제시하였다 (그림 2).  

Intrinsic층의 밴드갭을 넓히는 것과 밸런스 밴드 오프

셋의 지속적인 증가는 항상 trade-off하며 밸런스 밴드의 

증가는 정공의 추출 감소를 야기하고 태양전지의 충진률

을 감소시킨다. 또한 i-a-SiOx:H층에서의 x의 조성비와 

패시베이션 품질은 Dit에 의해 결정되고 산소 농도가 높아

질수록 Dit가 높아지는 경향을 갖는다 (그림 3). 
 

(a)                                                   (b) 

 

Fig. 2. Compare about (a) conventional HIT and (b) changed 

strucutre. 

 

 

 

* RCO2: CO2 rate between H2 and SiH4 

 

Fig. 3. The interface defect density and lifetime trendency depend 

on the oxygen concentration [21]. 

 

 

그림 4와 같이 n형 c-Si absorber에서 생성된 정공이 

i-a-SiOx층을 열 이온 방출과 터널링 호핑(hopping)을 

통해 전면 contact으로 이동한다. 따라서 밸런스 밴드의 

오프셋의 높이와 intrinsic층의 두께 조절을 통해 터널링 

특성과 투과성을 높여야 한다. 

i-a-SiOx층의 두께를 수 nm로 증가시킬수록 패시베이

션층에서의 투과도를 증가시키며 라이프타임과 개방전압

이 증가되는 것을 볼 수 있다. 하지만 패시베이션층 두께

에 있어서 두꺼워질수록 투과도가 감소하며 과도한 OH 

전구체에 의한 미세 공극 구조의 증가로 개방전압과 라이

프타임의 감소를 초래한다 [26]. 또한 두껍게 intrinsic층 
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* EV : Valence band offset 

* eφ : c-Si band bending 

* Dit : Interface defect density 

* T/TE : Tunneling effect, thermionic emission 

 

Fig. 4. The band offset on a-SiOx:H/c-Si structure [24,25].  
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Fig. 5. Relation between dark conductivity and optical band gap 

according to oxygen content [28].  

 

 

을 형성할수록 과도한 자유 수소 원자가 film에서의 에칭

을 하며 OH 분자의 영향으로 패시베이션 film에서의 수

소 원자를 가져가(robbing) Si-O-SiHx 구조를 만드는데 

이는 수소가 포함되어 있는 film과 패시베이션의 성능 저

하를 가져온다 [27]. 

그림 5를 통해 산소의 농도에 따라 dark conductivity

와 온도와 압력에 따른 경향을 보았고 높은 산소의 농도를 

가질수록 밴드갭이 커지며 전도성에서의 특성이 낮아지

는 경향을 보인다. 

 

Fig. 6. The relationship between lifetime and implied voltage 

according to the thickness [29]. 

 

 

�� = ��exp (−
�� − �	
�� ) (4)

 

패시베이션 a-SiOx의 두께에 따른 라이프타임과 개방

전압의 관계는 다음과 같이 나타내었다 (그림 6). 일정 두

께까지 lifetime은 증가하는 추세를 보이며 산소의 농도

가 높아질수록 본딩에 대한 결함이 발생함으로 개방전압

과 lifetime 모두 감소하게 된다 [9].  

 

 

4. 결 론 

a-SiOx:H 형성 시 산소와 수소의 비율에 따라 두께와 

본딩 형태가 변하였으며 투과도와의 상관 관계를 통해 개

방전압과 라이프타임에 영향을 미친다는 것을 확인하였

다. n형 c-Si absorber에서 생성된 정공이 i-a-SiOx층을 

열 이온 방출 또는 터널링 호핑(hopping)을 통해 전면 

contact로 이동한다. 따라서 밴드갭을 넓히는 것과 동시

에 밸런스 밴드의 오프셋과 두께 조절을 통해 터널링 특성

과 투과성을 높여야 한다. 본 논문은 기존 HIT 구조에서

의 intrinsic층에 대한 결함을 완화하고자 밴드갭이 큰 a-

SiOx:H를 적용하여 특성을 비교하여 보았으며 산소와 수

소에 따른 전기적 특성을 보았다. 밴드갭이 큰 물질을 사

용함으로 parastic absorption과 에픽텍셜 성장에 대한 

결함의 완화를 SRV 통해 알 수 있었다. 
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